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蜂の巣状に炭素原子が配列した二次元物質であるグラフェンのデバイス実用化への課題の一つ

が、デバイス応用に適した基板上への、金属などの汚染無しの高品質・安価な大面積グラフェン

の成長法の確立である。バルク SiC 単結晶表面上のグラフェン成長法（EG 法）は高品質かつ大面

積グラフェン製造を可能にするが、価格の点で弱点を抱える。本研究では、この弱点を克服する

目的で行った、SiC 単結晶基板からデバイス基板に転写・接合させるという信越化学工業が有す

るハイブリッド基板[2]を用いた新たな高品質グラフェン成長法を報告する。 

今回は、4H-SiC ウエーハをポリ SiC ウエーハに接合・剥離することにより 4H-SiC 単結晶薄膜 

/poly-SiC ハイブリッド基板を作製した（図 1(a)）。この試料のグラフェン化を、東北大学通研ナノ・ 

スピン実験施設クリーンルーム（クラス<10）内の Ar 雰囲気高周波加熱炉にて行った。この試料 

の Raman スペクトルを図 1(b)に示す。この Raman スペクトルにおいて、グラフェンの基本振動 

である G バンド（～1600 cm
-1）及び G’バンド（～2700 cm

-1）の鋭いピークが観測されている。 

一方、グラフェン中に由来する D バンド(～1360 cm
-1

)は、極く僅かに観測された。これら G バン 

ドと D バンドの比から算出されるグレインサイズは、1 m 程度と見積もられた。この値は、Si 

基板上に成長させた SiC 薄膜上に成長させたグラフェンよりも約二桁大きな値であり[1]、SiC バ 

ルク基板上エピグラフェンと同程度である。このように、我々の試料の膜質が非常に高品質であ 

ることが示された。更には、PF BL-2 で行った角度分解光電子 

分光により、バンドの直線性を示唆するデータも得ている。 

以上のように、我々は、デバイス用基板へ転写させた SiC 単

結晶薄膜を用いた高品質グラフェン作製に初めて成功した。今

後は、今回の試料のデバイス化、及び、その他のデバイス基板

上への高品質グラフェン成長へ研究を展開する予定である。 
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図 1 (a)3インチ転写SiC単結晶
薄膜/poly-SiC 基板. (b) グラフ
ェン化後の Raman スペクトル 
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